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M. PAWLOWSKA, A. HRUBAN:"Wpiyw defektéw strukturalnych podioza na doskona-
204¢é strukturalng heteroepitaksjalnych warstw GeAs,_, P, /GeAs (x = 0.4)'

Badano wptyw defektéw strukturalnych istniejacych w podiozu na doskonalodé
struktury warstw epitaksjelnych GaAs, P (x=0,4).

Posiugiwano si¢ metodg integralnych obrazéw katodoluminescencji.

Pokazano, ze gidéwnie technologiczne parametry procesu osadzania majg wpiyw
na doskonalodé struktury krystalicznej obszaru warstwy o statym skladzie.
Tylko makrodefekty, jak bloki mozaiki, przechodze z podioza na powierz-
chnig warstwy. A

J. FRYDRYCHOWICZ, M. KOJDECKI, R. 3WIttO:"Podwyzszenie wiarygodnoséci rent-
genograficznych badan materiatowych przez zastosowanie metody regularyza-
eJi”

Przy interpretacji wynikéw pomiaréw zagadnienis tzw. proste coraz bardziej
trace na znaczeniu na rzecz zagadnier odwrotnych. W rentgenograficznych ba-
daniach materialowych do tych ostatnich naleza procedury wykorzystujace
splot lub korelacje. .

Z matematycznego punktu widzenia sg@ to zagadnienia niepoprawnie postawione,
co zmniejsza pojemnoéé informacyjne eksperymentu dyfrakcyjnego.

W pracy oméwiono przykiady wlgczenis procedury regularyzacji zaproponowanej
przez A. Tichonowa do obliczen zwigzanych z dwiema grupami zagadnier mate-
riatoznawczych: wyznaczaniem rozkladu wymiaréw czaestek ukiadu koloidalnego
(Agzs) metode matokgtowego rozpraszania promieni X oraz okresleniem rozkiadu
wymiaréw krystalitéw w MgO i wolframie metoda analizy profilu prazka rentge-
nowskiego.

G. ADAMKIEWICZ, A. BAJOR, W. WIERZCHOWSKI:“Symetria odksztaicer sieci mono-
krysztatéw o orientacji {111) otrzymanych metoda Czochralskiego”

Prébki GaP i Si o orientacji {111) otrzymane metoda Czochralskiego badano
za pomocg metody elastooptycznej oraz metody rentgenowskiej topografii
dwukrystalicznej. W pracy przedstawiono przyklady obrazéw polaryskopowych

i topograméw rentgenowskich monokrysztaléw z odksztaiceniami o przewadze
symetrii osiowej i tréjkrotnej. Stosowane metody uzupeiniaje sie wzajem-
nie, dzieki czemu otrzymuje sie peiniejsze interpretacje zjawisk wystepu-
jacych w materiatach péiprzewodnikowych.

E. NOSSARZEWSKA=-ORLOWSKA, D. LIPINSKI, J. SKWARCZ, J. SARNECKI :“"Krzemowe
warstwy epitaksjalne domieszkowane As dla mikrofalowych tranzystoréw typu npn*

Opisano metode otrzymywania epitaksjalnych warstw krzemowych domieszkowanych
arsenem. Obnizenie autodomieszkowania uzyskano przez stosowanie dwuetapowego
procesu wzrostu epitaksjalnego.
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M. PAWLOWSKA, A. HRUBAN:“Influence of substrate defect structure on the
structure perfection of heteroepitaxial layers GaAs, _,P, /GaAs (x=0.4\"

Influence of substrate defect structure on the structure perfection of
epi-layers GaAs, P, (x=0.4) have been studied by cathodoluminescence method.
The technological parameters of epitaxial growth decide on the structure per-
fection of the constant composition region. Only macrodefects structure as

mosaic threade from substrate to the surface of epi-layer.

J. FRYDRYCHOWICZ, M. KOJDECKI, R. 3WIttO:"On greater reliability of X=-ray
materials testing by application of regularization method”

Recently more and more often one applies &0 called inverse problems instead
of direct ones to interpret the results of measurements. Procedures with
convolution or correlation integrals are the exsmples of such problems in
X=-ray materials testing.

From the point of view of mathematics these problems are improperly posed; it
causes the information content of X-ray diffraction experiments to diminish.
In this work the examples of inclusion of regularization method proposed by
A. Tikhonov into computations associated with two problems of materials
science are disscused; they are determination of particle size distribution
in colloidal suspension (Agzs) from small angle X-ray scattering and
determination of crystallite size distribution in MgO and W powders from X-ray
line profils analysis.

G. ADAMKIEWICZ, A. BAJOR, W. WIERZCHOWSKI : "Symmetry of strain in (111) oriented
Czochralski-grown crystals*"

CGeP and Si samples of {111) orientation cut off from Czochralski-grown crystals
are examined by means of elastooptic and X-ray double crystal topographic
methods. The examples of monocrystals with domination of either axial or
threefold symmetry of strain are presented. The applied methods are complemen-
tary and provide more complete information of strain and defects in
semiconductor crystals,

E. NOSSARZEWSKA-ORLOWSKA, D. LIPINSKI, J. SKWARCZ, J. SARNECKI : rEpitaxial
silicon layers As doped for microwave npn transistors®

Epitaxial process for As doped silicon layers for microwave npn transistors
is described.

The method of limiting the autodoping by means of 2-steps epitaxial growth
is described.
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M. IIABJOBCKA, A, XPYBAH: '"Bausanue ZepeKTHOCTH NOIJIOXKH Ha COBEPNEHCTBO CTDYKTYDH
reTeposnuTaKCHaNbHHX CJIOEeB GaAs1_xPx/GaAs (x-O,hﬁ
BausHUe IedeKTHOCTH NONJOXKH Ha COBEPMEHCTBO CTPYKTYPH OSHOHTAKCHAJBHHX CJIOEB
;aAs1_xPx (x=0,4 ) uCCNENOBANOCE C MOMOMBO DACTPOBOTO JJIEKTPOHHOTO MHKDPOC—'
Komla B DexHMe KaTOJOJIOMHHEeCHeHNHH. [loxasaHO, YTO TEeXHOJOrHYeCKHe INapaMeTpH Ipo-
gecca OCaxIeHHA ONpeJeldlT COBEPHEeHCTBO KPHCTANJIHYECKOR CTPYKTYPH CJOA B ob6jacTH

C NOCTOAHHHM cofzepxaHueMm focpopa. TONBKO MakpoZeheKTH B BHIEe MO3aWYeCKO# CTPYyKTy-

PH NPOHHKAKWT C MOXAJOXKH HA NOBEPXHOCTH CnoA.

E. ®PHIPHXOBMY, M. KO4AIJLKA, P. CbBHJJIO:"O NOBHmEHHH ZOCTOBEPHOCTH DEHTreHorpa-
dudeCKHX WCHNTAaHHY MaTepuasoB NMyTEM NpPUMEHEHHA MeToJa peryJadpuaayuu’

K uHTepnpeTauudyd De3yJAbTAaTOB M3MepeHH# BCE Yame B MeCTO TAaK HA3HWBAEMHX MPAMHEX 3a-
lay BBOINATCA OOpaTHHE 3ajadd. y

B peHTreHorpaduyeCKUX HCIHTAHUAX MATEPHaJOB K OSTHM HOCHENHUM NPUHALJIEXAT MNpouexry-
PH C HCNOJNb3OBAHHEM CBEDTKH MIM KODPENAIHH.

MaTeMaTHUYECKH - 3TH 3aJauyd HEeKOPPEeKTHO MOCTABJEeHH, YTO yMeHmaeT HHPOpMaiun
LOCTYyNHY B IHOPPAKIUOHHOM OKCIEPHMEHTE.

B paGoTe O6GCYyxIeHO NPHMEDH BKJINYEHHA MeTOoJa peryidpusanudd NpeljoxeHHOI'O

A. H, TUXOHOBHM B BHYHUCJEHHA, CONYTCTByWmHEe NBYM 3alayaM MaTepHaJOBeJeHHdA:
OonpeleNeHUH pacnpeleleHud pa3MepoB YacTHI] KOJJIOHIA (Agzs ) MEeTOZOM MaJIOYTJIOBOTO
 paccediuf PeHTTeHOBCKHX Jyde# M onpejeNeHu: pacupefielleHHA PasMepoB KPUCTAJIHTOB
nopomkoB MgO u Boabppama MeTOLOM aHaAH3a POPMH JIMHHH DEHTTEHOBCKHX Jyuei.

I'. AJAMKEBMY, A. BAUOP, B, BEXXOBCKM:"Cuummerpua zedopmanuit pemeTKH B MOHOKpHCTAJ-
Jax c opueHranme# {111) moayuenux merozom Joxparbckora!

Je@opMauKK pemeTKH B obpasnax pochuma raiaiaud ¥ KPEeMHHA C OpHeHTauune#d k HampaBie-
mmo {111), nonyyeHn MeTonoM UYOXpaabCKOTO, OHJIM HCCAELOBaHH C NMOMOMBO BJAaCTO-
ONTHUYECKOTr0 MeTOJa M DPeHTreHOBCKOH JgByXkpucTanabHoO#ft Tomorpaduu. B paGore mpen-
cTaBJeHH MNpPUMEeDH H306paxeHu# NOAYyUEeHHX IJA MOHOKPHCTAJNIOB XapaKTepH3yomuXcdHd
nebopManueit ¢ mepeBecoM OCeBO#f ¥ TpPeXKpaTHOH CHMMETDPHH. 9TH METOIH OKa3alHCh
IOMOJHATENbHHMI IJA XapaKTepPHCTUKH HCKaxeHH# pemeTKH B NOAYNPOBONHHKOBHX MarepHa-
Jax.

. HOCCAKSBCKA-OPHOﬁCKA, I. JUIAHBCKA, E. CKBAPY, E., CAPHOLK/:" KpemHeBhe OSnu-—
TaKCHalbHHE CJOM JerupoBaHHHe AS IJa MUKPOBOJHOBHX npn TPaH3UCTOPOB"
[percTaBleH METOX NOJYyUYeHHA KDEeMHEBHX DNHTAKCHAJBHHX CJCEB JEerdpoBaHHHX AS Iiag

MUKDOBOJHOBHX npn TPaH3HCTOPOB.
Onucan MeTOX NOHUKEHHA AaBTOJErHPOBAHMA NYTEM Z2-CTENEeHHOrO JMUTaKCHAIBHOI'O

pocTa.
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BADANIE WIDM EMISYINYCH SERII K MIEDZI I NIKLU ZA POMOCA
JEDNOKRYSTALICZNEGO SPEKTROMETRU Z WYKORZYSTANIEM ROZBIEZNEJ
WIAZKI PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO

W pracy przedstawiono wlasnej konstrukcji ukiad do pomiaru widm
rentgenowskich, oparty o jednokrystaliczny spektrometr i mikro-
ogniskowg lampe rentgenowske. Uklad charakteryzowal sie wysokg
dyspersje i zdolnosciag rozdzielcza.

Zmierzono widma pasma walencyjnego Cuan’5 oraz Nian's.
Poréwnanie otrzymanych wynikéw z pracami teoretycznymi oraz widmami
vwyzszych serii promieniowania rentgenowskiego pozwolilo na dyskusje
pewnych nowych szczegéiéw struktury energetycznej w miedzi i w niklu.
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